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VARIABILIDADE E DESCASAMENTO EM CIRCUITO DE TESTE

CIRCUITOS INTEGRADOS O circuito integrado utilizado nos testes foi
fabricado em tecnologia TSMC 0.35 e possui grupos
de transistores com nove diferentes razoes W/L.

Grupos de transistores MOS\« . Controle e referéncias

A diferenca do comportamento elétrico entre
dois dispositivos semicondutores com desenhos
Idénticos e fabricados em Processos
semelhantes € chamada descasamento. <

O estudo da variabilidade do comportamento BT?
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eletrico de transistores MOS (metal-oxide
semiconductor) é de grande importancia para o
projeto de circuitos integrados, pois € a tecnologia
predominantemente empregada atualmente. O
grau de variabilidade entre dispositivos MOS pode | | chaves de selecdo de dispositivo sao
ser considerado como funcdo basicamente dos || 'Nternas, o que reduz o numero de pinos.
fatores:

‘ ;Q:tcafg' fisicas do processo de METODO DE MEDIDAS E RESULTADOS
 Definicoes geometricas e de polarizacao T sy As medidas foram

(D rOiEtO); Computador | caracterizagéo elétrica realizadaS aUtomati'

e Condicoes fisicas de operacao: — ! camente através da
— Variagoes de temperatura; TRANSISTOR crenro | | €XECUCAO de progra-
— Tensoes mecanicas; : J‘*’e leste | mas Implementados
— EXxposicao a radiacao; em C++.
— Qutros. O software estd em fase final de adaptacao para
A robustez de circuitos eletronicos a radiacao | | realizar caracterizagcdes dos circuitos de teste sob efeito
é fundamental em aplicacoes como da radiacao gama no CTA-IEAVv.

equipamentos aeroespaciais , militares e satélites.

~ , A Abaixo, graficos de V; agrupados por largura de
A tensao de threshold (V) é parametro fundamental para canal W dos dispositivos amostrados. Em ambas

caracterizacao e modelamento de transistores MOS. Os graficos .« figuras fica evidente a relacdo inversa da
de barras mostram V; medida do grupo NMOS no eixo vertical variabilidade com as dimensées do transistor.
em funcao da posicao espacial do dispositivo no chip. I
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Numero do transistor amostrado
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8 0.0010 0.5456

W=0,75 um
5 10 15 20 25 30 35
NuUmero do transistor amostrado

0.52

—e—L=0,5 um —— L=2 um —— L=8 um




